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1. 背景・目的 




されるが、近年、高品質 SiC 単結晶の製造方法として、Repeated a-face(RAF)成長法が注目されている[1]。
この方法は、c軸方向への結晶成長に加えて、c軸と垂直な方向である a軸（[11-20]）及び m軸方向（[1-100]）
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